Zentraleinheit mit Speicher 25MHz FxCPU-25

Anwendung

Die schnelle CPU NS32FX16V-25 bildet
zusammen mit den Peripherie-Baustei-
nen ICUNS32202 und FPU NS32181 die
Zentraleinheit des INDEL
Microprozessors Systems IPS-32. Dank
der internen 8, 16, 32 und 64-Bit Verar-
beitung und 25MHz Taktfrequenz wird
eine sehr hohe Rechenleistung erreicht.
Ebenfalls auf der Karte sind bis zu 1.5
MByte CRAM Datenspeicher. Fir die
CRAMs ist eine Batterie auf der Karte, so
dass Vorwahlen und Betriebsdaten auch
bei ausgeschaltener Anlage tiber Mona-
te erhalten bleiben. Der externe Bus wird
nur noch bei Peripherie-Zugriffen beno-
tigt und mit einem besonders unkriti-
schen Timing angesprochen. Da die Pro-
gramm- und Datenverarbeitung intern er-
folgt, kann eine zweite CPU problemlos
aufdemselben Motherboard arbeiten. Sie
kann zum Beispiel die Regelung von
Motoren Ubernehmen und weitere Tasks
verarbeiten.

Technische Daten

- CPU NS32FX16V-25MHz

32-Bit Verarbeitung, 16-Bit Bus
- FPU NS32181-25MHz

32/64-Bit Floating Point Arithmetik
- ICU NS32202N-10MHz

8-Interrupts, 8-1/0 oder Interrupts
- 2 16-Bit Timer-Counter

- Bis zu 1,5MByte CRAM mit Batterie
— - Multi-CPU fahig
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Zentraleinheit mit Speicher 25MHz FxCPU-25
a c

1 GND GND Speisung
2 +5V +5V +5V, 935 mA typ.
3B Cout (@] IBUSY
ey miaiS o1& BREQ_ " Lager-/Betriebs-Temperatur
7 |B| IR10/ G5 |B IR- 11
8|B|/IR8/G4|B| IR- 9| Standard Ausflihrung
9|B/AD- 7B AD- 15 o5yy, CPU NS32FX16V-25
10 \BIAD - 6 \BIAD- 14 g 55p, CRAM mit Batterie bestiickt
11 |B|AD - 5 B|AD - 13 yte mitbatterie bestuc
12 |B| AID - 4 |B| AD - 12
13 | | SDO | SDI
14 /B|AD - 3 |B|AD- 11 | EPROM/CRAM Zugriffszeit
16 B AD. 1B AD. g IOons/25MHz
17/BlAD- 0!BlAD- 8 Eskonnenalsonur 70ns EPROM/CRAM's
18 | O STO 0 ST 1 oder schnellere verwendet werden.
19 | B|IR6/ G3 |B IR- 7
20 |B|IR4/ G2 |B| IR-5 Multiprozessor Betrieb
g% g :Sé ; gé g :S i Die notwendigen Verbindungen fir den
23 10 ILBE o IHBE Betrieb von zwei FXCPUs in einem Rah-
24 |O0| IDS - 10| ops- 1 men sind auf dem Motherboard 89100
25 |0/ IDS- 0|0l ODS- O vorhanden. Die zweite FXCPU kann ein-
26 |O|IDS - 2 |0O| ODbS- 2 fach auf dem 2. Steckplatz eingesteckt
27 10 IADS O | CLOCK werden. Weitere Massnahmen sind nicht
28 |O|IDS - 3|0 ODS- 3| potwendig!
29

Stecker 1 30 1| EXT |B| UNIT

Bus-Stecker 31 +5V +5V

DIN 41612, Typ C-64 32 GND GND

Pranourr 100-096-653 o1 oW

FXDEBUG

1 MByte CRAM
1 MByte EPROM

FXEPROM

1 MByte EPROM

Debug-Stecker

- 1MByte Notsystem auf EPROM

- 1MByte CRAM mit Goldkondensator
fur EPROM-Simulation

- 6V/12.5V Spannungswandler zum
laden des EPROM-Steckers
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Debug Stecker

FxCPU-25

neujjj B0E8-HD |

bPLEB IN1Iseg

LB 'JR:r—auag‘ :h

Schalter S1

DIS
Schreiben ins CRAM auf der Debugkarte ist nicht mdglich

EN
Schreiben ins CRAM auf der Debugkarte ist moglich

Schalter S2

EP

Not-System meldet sich ab Adresse: 00'0000

-> Start ab Not-System im EEPROM auf Debugkarte

EP und PROG:
NotSystem meldet sich ab Adresse 07'FFFF

CR
CRAM auf der Debugkarte meldet sich ab Adresse 00'0000
-> Start ab Programm im CRAM auf Debugkarte

Schalter S3

PROG:
EEPROM brennen auf Adresse 08'0000 ... OF'FFFF
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Zentraleinheit mit Speicher 25MHz FxCPU-25

1| cC1 FPU NS32181V-25 1 |3 Siftleiste 2R
1 C3 CPU NS32FX16V-25 1 | ST1 Messerleiste C-64 abgew.
1 B1 ICU NS32202N-10 1 | ST2 Messerleiste C-96 abgew.
1| C4 GAL ispLSI 1024-60LJ 1 Print 93142
4 | A4,A5E2,E4 | 74BCT574N
7 | A1,A3,A5A6 | 74BCT245
D2,D5,F3
1 D3 74AC157
1 B2 TL7705
4 | D1,D4F1,F2 | CRAM 1MByte/70ns
E1,E3 CRAM 4MByte/70ns
1 Q1 Quarz 50MHz
1 D1 Z-Diode 2,4V
2 D2,D3 Diode 1N4148
1 C3 Ker.Kond. 1nF
9 | C1,C7-C30 Ker.Kond. 100nF
4 | C2,4,5,C35 Tantal-Kond. 10uF/25V
1 C6 Gold-Kond.  0.22F/5.5V
1 R1 wid. 10 Ohm
1 R2 wid. 15K'Ohm
1 RN1 Wid.Array 9x1 K'Ohm, 10p
1 RN2 Wid.Array 9x4.7 K'Ohm, 10p
1 RN3 Wid.Array 5x1 K'Ohm, 6p
1 BAT1 CR2450N 3V Lithium
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Zentraleinheit mit Speicher 25MHz

FxCPU-25

Stecker 2
Peripherie-Stecker
DIN 41612, Typ C-96

CoOoO~NOOR~WNE

a b c
GND GND GND
GND +5V +5V
GND Bat Vcc
GND Vpp
GND O IRST O| IEXM O
GND I keiEP O| IEXM 1
GND O| IEXM 2
GND O| IEXM 3
GND B Al6 I IMEXT
GND B Al7 O IERD
GND B Al18 O| 'EWRL
GND B Al19 O| 'EWRH
GND B E8 B E12
GND B E9 B E13
GND B E10 B E14
GND B El11l B E15
GND GND GND
GND B A 8 B Al2
GND B A9 B Al13
GND B A10 B Al4
GND B All B Al15
GND B A4
GND B Al B A5
GND B A2 B A6
GND B A3 B A7
GND GND GND
GND B EO B E 4
GND B E1l B ES5
GND B E2 B E 6
GND B E3 B E7
GND +5V +5V
GND GND GND
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